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１．概要（Summary） 

電子線描画を使用した微細加工技術の習得を 

目標に参加。1µm以下の微細加工を経験する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ウエハスピン洗浄装置、⼤⾯積超⾼速電⼦線描画装置、 

有機現像液型レジスト現像装置、深堀りドライエッチング装

置 1、ドライエッチング装置、超⾼分解能電界放出形⾛査電

⼦顕微鏡 

【実験方法】 

上記装置を使用し、Si 上にスピンコートしたレジストに

対し VSBによる電子線露光を行った（Fig. 1）。レジストを

現像した後、Si を深堀ドライエッチング加工し、O2 プラズ

マでレジストをアッシングした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

加工した Si を SEM で観察し、1µm 以下の微細加工

を確認することができた（Fig. 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Image of SEM. 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

６．関連特許（Patent） 

なし 

Fig. 1  VSB EB lithography 

 


